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GeneSiC Semiconductor製 1200V SiC MOSFET  G3R75MT12K

構造解析・プロセス解析レポート

製品概要
・GeneSiC Semiconductorは、米国に本社拠点を置くSiCおよびSiパワーデバイスの
専業メーカー。
同社のG3R™ SiC MOSFETは、これまでにないレベルの効率、高温動作、システム信頼性を
利用するための高電圧スイッチングで業界をリードするパフォーマンスを備えています。
SiC MOSFETのアプリケーションは、電気自動車 – パワートレインと車載充電器、
ソーラーインバーター、スイッチモード電源、高電圧DC-DCコンバーター。

・G3R75MT12K 

VDS=1200V、RDS(ON)(typ.)  75mΩ 、ID=31A (Tc=25℃)

・本製品はプレーナ型SiC-MOSFETですが、単位面積あたりのオン抵抗(Ron・A)は、
Infineonのトレンチ型SiC-MOSFETよりも低くなっています。
(※当社解析の他社のSiCトランジスタとの比較より)

・本レポートではそのオン抵抗(Ron・A)を実現するための解析を行っております。

レポート内容、価格
1. 構造解析レポート 50万円(税別)

・SiC-MOSFETチップ断面、平面(セル部、外周部)の詳細構造、サイズ、材料分析が
レポート内容に含まれます。
・SiC-MOSFETのチップ裏面電極の分析が含まれています。

2.プロセスフロー ・ 電気特性解析レポート 50万円(税別)

・SiC-MOSFETの製造プロセスフローの推定およびフォトマスク回数によるプロセスの特徴
・N-epi層(ドリフト層)のドーピング濃度の抽出
・ブレークダウン電圧およびオン抵抗の測定と成分分析。デバイス構造との相関。
・他社（Rohm、WOLFSPEED、Infineonなど）と指標の比較
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1-1.  GeneSiC 1200V 製品と他社のSiC MOSFETの特性比較

・プロセスフロー

デバイス温度をパラメータとした
オフ状態のIdss-Vds特性。

・電気特性評価
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